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(57)【要約】
【課題】起動時や過負荷時に内部の消費電流を制限し、
起動時においてオーバシュートの発生を抑制する。
【解決手段】定電圧電源回路は、誤差増幅部５０と、出
力用ＰＭＯＳ８１を有する出力部８０と、ＰＭＯＳ８１
に流れる負荷電流をモニタし、負荷電流に応じて誤差増
幅部５０のバイアス電流を増加させる負荷電流モニタ部
６０と、電流制限用の抵抗６２を有し、負荷電流をモニ
タしてこの負荷電流に応じて誤差増幅部５０のゲインを
低下させるゲイン調整部７０とを備えている。そのため
、起動時や過負荷時にゲイン調整部７０をリミッタ回路
として動作するようになるため、起動時や過負荷時に内
部の消費電流を制限できる。しかも、起動時においては
、このリミッタ動作により、起動時の応答を遅くするこ
ととなるため、オーバシュートの発生を抑制できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイアス電圧によりバイアス電流が流れ、基準電圧と出力端子から出力される出力電圧
に対応する第１の電圧との差分を増幅する誤差増幅部と、
　前記出力端子と電源ノードとの間に接続され、前記誤差増幅部の出力により制御されて
前記出力電圧を一定に制御する出力トランジスタと、
　前記出力トランジスタに流れる負荷電流をモニタし、前記負荷電流に応じて前記バイア
ス電流を増加させる負荷電流モニタ部と、
　前記負荷電流をモニタし、前記負荷電流に応じて前記誤差増幅部のゲインを低下させる
ゲイン調整部と、
　前記負荷電流モニタ部内に設けられ、起動時あるいは過負荷時における前記負荷電流モ
ニタ部の消費電流あるいは前記バイアス電流を制限する電流制限抵抗と、
　を有することを特徴とする定電圧電源回路。
【請求項２】
　前記誤差増幅部は、
　前記基準電圧及び前記第１の電圧をそれぞれ入力して差動増幅する第１及び第２の入力
トランジスタと、
　前記バイアス電圧に基づき、前記第１及び第２の入力トランジスタに前記バイアス電流
を流す定電流源用の第１のトランジスタと、
　を有する差動増幅器により構成されていることを特徴とする請求項１記載の定電圧電源
回路。
【請求項３】
　前記負荷電流モニタ部は、
　前記第１のトランジスタに対して並列に接続されたバイアス電流調整用の第２のトラン
ジスタと、
　前記出力トランジスタと共にカレントミラー回路を構成して前記負荷電流をモニタする
第３のトランジスタと、
　前記第３のトランジスタに対して直列に接続され、前記第２のトランジスタと共にカレ
ントミラー回路を構成して、前記第３のトランジスタに流れる電流に対応した電流を、前
記第２のトランジスタに流す第４のトランジスタと、
　前記第４のトランジスタに対して直列に接続された前記電流制限抵抗と、
　を有することを特徴とする請求項２記載の定電圧電源回路。
【請求項４】
　前記第１の電圧は、前記出力電圧を抵抗で分圧して生成されることを特徴とする請求項
１～３のいずれか１項に記載の定電圧電源回路。
【請求項５】
　前記出力端子には、安定化用コンデンサが接続されることを特徴とする請求項１～４の
いずれか１項に記載の定電圧電源回路。
【請求項６】
　前記定電圧電源回路は、半導体集積回路に搭載されていることを特徴とする請求項１～
５のいずれか１項に記載の定電圧電源回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路等に搭載される定電圧電源回路に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図４は、従来の定電圧電源回路を示す回路図である。
　この定電圧電源回路は、基準電圧Ｖｒｅｆと出力端子３０から出力される出力電圧Ｖｏ
ｕｔに比例した電圧Ｖｆｂとの差分を増幅する誤差増幅部１０と、この誤差増幅部１０の
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出力側に接続され、誤差増幅部１０の出力により制御されて出力端子３０から出力する出
力電圧Ｖｏｕｔを一定に制御する出力部２０とにより構成されている。
【０００３】
　誤差増幅部１０は、電源電圧ＶＣＣノードに接続された負荷用のＰチャネルＭＯＳトラ
ンジスタ（以下「ＰＭＯＳ」という。）１１，１２と、このＰＭＯＳ１１，１２に直列に
接続され、基準電圧Ｖｒｅｆ及び電圧Ｖｆｂをそれぞれ入力して差動増幅する入力トラン
ジスタであるＮチャネルＭＯＳトランジスタ（以下」「ＮＭＯＳ」という。）１３，１４
と、このＮＭＯＳ１３，１４とグランドＧＮＤとの間に接続され、バイアス電圧Ｖｂによ
り一定電流を流す定電流源用のＮＭＯＳ１５とを有する差動増幅器により構成されている
。出力部２０は、出力トランジスタであるＰＭＯＳ２１と分圧抵抗２２，２３とを有し、
これらが電源電圧ＶＣＣノードとグランドＧＮＤとの間に直列に接続されている。ＰＭＯ
Ｓ２１と分圧抵抗２２との接続点には、出力電圧Ｖｏｕｔを出力する出力端子３０が接続
されている。
【０００４】
　一般には、急峻な負荷電流変動に対して出力電圧変動を抑制するために、容量値（例え
ば、数μＦ程度）のコンデンサ３１を外部に接続して使用される。
【０００５】
　図５は、図４の定電圧電源回路における周波数特性を示す図である。
　外部にコンデンサ３１が接続された図４の回路構成の場合、定電圧電源回路の誤差増幅
部１０と出力部２０の周波数特性は、図５に示すように、誤差増幅部１０のポールよりも
出力部２０のポールが低周波域に存在する場合がある。２つのポールが存在する場合は、
２つのポールが近い周波数域に存在すると、位相余裕がとれず、出力電圧Ｖｏｕｔの発振
を生じるおそれがあるため、十分に２つのポールを分離する必要がある。
【０００６】
　図５に示すように、出力部２０のポールが低周波域にある場合には、出力部２０のポー
ルは、ＰＭＯＳ２１を流れる負荷電流の大きさにより高周波側へ移動するため、このよう
なポール位置関係を持つ定電圧電源回路を安定動作させるには、負荷電流変動により出力
部２０のポールが変化しても位相余裕が十分とれるように、誤差増幅部１０のポールを十
分に高周波側に配置する必要があるが、そのためには誤差増幅部１０のバイアス電流を大
きくする等の対策が必要となる。しかし、大きな負荷電流駆動能力を必要とする用途では
、出力部２０のポールの高周波側への移動範囲が広がるため、誤差増幅部１０のバイアス
電流を大きくする対策だけでは、過大な電流を消費することとなり、おのずと限界がある
。
【０００７】
　そこで、図４の定電圧源源回路において、動作開始時の出力電圧Ｖｏｕｔの安定性及び
過電流防止のために、下記の特許文献１に開示されているような負帰還回路を設ける対策
が考えられる。
【０００８】
　更に、位相余裕をより確保するためには、下記の特許文献２に開示されているような負
荷電流モニタ部を設ける対策が考えられる。
【０００９】
　図６は、特許文献２に記載された従来の他の定電圧電源回路を示す回路図である。
　この定電圧電源回路では、図４の回路に、負荷電流モニタ部４０が付加されている。負
荷電流モニタ部４０は、出力端子３０の出力電流に比例したバイアス電流を誤差増幅部１
０へフィードバックすることで、高速応答と低消費電流を実現する回路であり、ＰＭＯＳ
４１及びＮＭＯＳ４２，４３により構成されている。
【００１０】
　図７は、図６の定電圧電源回路において負荷電流が大きい場合の周波数特性を示す図で
ある。
【００１１】
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　図６に示す負荷電流モニタ部４０を付加することにより、前述したように、出力部２０
のポールが誤差増幅部２０のポールよりも低周波側にある場合、ＰＭＯＳ２１に流れる負
荷電流の増加に応じて誤差増幅部１０のバイアス電流を増加させることができる。そのた
め、図７に示すように、誤差増幅部１０のポールを負荷電流に応じて高周波側へ移動させ
ることができる。
【００１２】
　従って、出力部２０のポールと誤差増幅部１０のポールが、共に負荷電流に応じて移動
することにより、出力部２０のポールと誤差増幅部１０のポールの位置関係とを、全負荷
電流範囲で十分な位相余裕を確保できるように設計すれば、負荷電流の大きさにより回路
内部での消費電流を変化させることで、低消費電力化を図ることが可能になると共に安定
に動作させることができる。
【００１３】
【特許文献１】特開２００７－２３３６５７号公報
【特許文献２】特開平３－１５８９１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、従来の図６の定電圧電源回路では、次のような課題があった。
　図８は、図６の定電圧電源回路において負荷電流が小さい場合の周波数特性を示す図で
ある。
【００１５】
　図６の負荷電流モニタ部４０では、ＰＭＯＳ２１に流れる負荷電流が小さい範囲におい
て、ＰＭＯＳ２１、及びこのＰＭＯＳ２１のゲート電圧をモニタするＰＭＯＳ４１のゲー
ト・ソース間電圧Ｖｇｓの変化量が小さくなるため、負荷電流モニタ部４０による誤差増
幅部１０のバイアス電流は、ほとんど増加しないことになる。
【００１６】
　このため、負荷電流が小さい時には、図８に示すように、出力部２０の負荷電流増加に
伴うポール移動量に対し、誤差増幅部１０のポールがほとんど移動しないため、２つのポ
ールが接近し位相余裕が低下する。この場合、ＰＭＯＳ４１のゲート幅を大きくすること
で、負荷電流に対する誤差増幅部１０でのバイアス電流増加量を大きくし、誤差増幅部１
０のポール移動量を大きくすることは可能である。しかし、ＰＭＯＳ４１のゲート幅を大
きくすると、回路面積を大きくするだけでなく、負荷電流モニタ部４０での消費電流が大
きくなり、回路全体の消費電流が大きくなるため良策ではない。
【００１７】
　このように、負荷電流モニタ部４０を付加した場合は、高速応答、且つ低消費電流とい
う利点がある反面、負荷電流が小さい場合に位相余裕が低下する欠点の他に、起動時に出
力電圧Ｖｏｕｔのオーバシュート量が大きくなる虞れがあること、又、過負荷により出力
電圧Ｖｏｕｔがクランプすると、負荷電流モニタ部自体での電流消費が大きくなるという
課題があった。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の定電圧電源回路は、バイアス電圧により流れるバイアス電流が供給され、基準
電圧と出力端子から出力される出力電圧に対応する第１の電圧との差分を増幅する誤差増
幅部と、前記出力端子と電源ノードとの間に接続され、前記誤差増幅部の出力により制御
されて前記出力電圧を一定に制御する出力トランジスタと、前記出力トランジスタに流れ
る負荷電流をモニタし、前記負荷電流に応じて前記バイアス電流を増加させる負荷電流モ
ニタ部と、前記負荷電流をモニタし、前記負荷電流に応じて前記誤差増幅部のゲインを低
下させるゲイン調整部と、前記負荷電流モニタ回路内に設けられ、起動時あるいは過負荷
時における前記負荷電流モニタ部の消費電流あるいは前記バイアス電流を制限する電流制
限抵抗とを有することを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、起動時や過負荷時にゲイン調整部をリミッタ回路として動作するよう
になるため、起動時や過負荷時に内部の消費電流を制限できる。しかも、起動時において
は、このリミッタ動作により、起動時の応答を遅くすることとなるため、オーバシュート
の発生を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明を実施するための最良の形態は、以下の好ましい実施例の説明を添付図面と照ら
し合わせて読むと、明らかになるであろう。但し、図面はもっぱら解説のためのものであ
って、本発明の範囲を限定するものではない。
【実施例１】
【００２１】
　（実施例１の構成）
　図１は、本発明の実施例１における定電圧電源回路を示す回路図である。
　この定電圧電源回路は、例えば、半導体集積回路に搭載される回路であって、従来と同
様の誤差増幅部５０を有し、この誤差増幅部５０の出力側に、従来とは異なる構成の負荷
電流モニタ部６０、新たに追加されたゲイン調整部７０、及び従来と同様の出力部８０が
縦続接続され、更に、この出力部８０の出力側に、出力電圧Ｖｏｕｔを出力する出力端子
９０が接続されている。
【００２２】
　誤差増幅部５０は、外部で発生するバイアス電圧Ｖｂによりバイアス電流が流れ、外部
で生成される基準電圧Ｖｒｅｆと出力電圧Ｖｏｕｔに対応する第１の電圧（例えば、フィ
ードバック電圧）Ｖｆｂとの差分を増幅する回路であり、負荷用のトランジスタ（例えば
、ＰＭＯＳ）５１，５２と、第１及び第２の入力トランジスタ（例えば、ＮＭＯＳ）５３
，５４と、バイアス電流を流す定電流源用の第１のトランジスタ（例えば、ＮＭＯＳ）５
５とにより構成されている。
【００２３】
　各ＰＭＯＳ５１，５２は、ソース端子（以下単に「ソース」という。）が電源電圧ＶＣ
Ｃノードに接続され、ゲート端子（以下単に「ゲート」という。）が相互に接続されてい
る。各ＰＭＯＳ５１，５２のドレイン端子（以下単に「ドレイン」という。）には、各Ｎ
ＭＯＳ５３，５４のドレインがそれぞれ接続されている。ＮＭＯＳ５３のゲートには、基
準電圧Ｖｒｅｆが印加される。ＮＭＯＳ５４のゲートには、出力電圧Ｖｏｕｔに対応する
フィードバック電圧Ｖｆｂが印加される。これらのＮＭＯＳ５３，５４のソースは相互に
接続され、この接続点にＮＭＯＳ５５のドレインが接続されている。ＮＭＯＳ５５のソー
スはグランドＧＮＤに接続され、このゲートに、外部で発生するバイアス電圧Ｖｂが印加
される。
【００２４】
　負荷電流モニタ部６０は、出力部８０に流れる負荷電流をモニタし、この負荷電流に応
じて誤差増幅部５０のバイアス電流を増加させる回路であり、負荷電流モニタ用の第３の
トランジスタ（例えば、ＰＭＯＳ）６１、電流制限用の抵抗６２（例えば、シリコン基板
上の層間絶縁膜内に埋め込まれた多結晶シリコンによる配線抵抗素子）、第４のトランジ
スタ（例えば、ＮＭＯＳ）６３、及びバイアス電流調整用の第２のトランジスタ（例えば
、ＮＭＯＳ）６４により構成されている。
【００２５】
　ＰＭＯＳ６１は、ソースが電源電圧ＶＣＣノードに接続され、ゲートがＰＭＯＳ５２の
ドレインに接続されている。ＰＭＯＳ６１のドレインには、抵抗６２を介してＮＭＯＳ６
３のドレインが接続されると共に、ＮＭＯＳ６３のゲートが接続され、このＮＭＯＳ６３
のソースがグランドＧＮＤに接続されている。ＮＭＯＳ６３のソースには、ＮＮＯＳ６４
のゲートが接続され、このＮＭＯＳ６４のドレインがＮＭＯＳ５３，５４のソースに共通
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に接続され、更に、ＮＭＯＳ６４のソースがグランドＧＮＤに接続されている。ＮＭＯＳ
６３及び６４は、カレントミラー回路を構成している。
【００２６】
　ゲイン調整部７０は、出力部８０に流れる負荷電流をモニタし、この負荷電流に応じて
誤差増幅部５０のゲインを低下させる回路であり、負荷電流モニタ用のＰＭＯＳ７１と、
ＮＭＯＳ７２，７３からなるカレントミラー回路とにより構成されている。
【００２７】
　ＰＭＯＳ７１は、ソースが電源電圧ＶＣＣノードに接続され、ゲートがＰＭＯＳ６１の
ゲートに接続されている。ＰＭＯＳ７１のドレインには、ＮＭＯＳ７２のドレイン及びゲ
ートとＮＭＯＳ７３のゲートとが接続され、これらのＮＭＯＳ７２，７３のソースがグラ
ンドＧＮＤに接続されている。ＮＭＯＳ７３のドレインは、ＰＭＯＳ５１のドレイン及び
ゲートとＰＭＯＳ５２のゲートとが接続されている。
【００２８】
　出力部８０は、誤差増幅部５０の出力電圧により制御されて出力電圧Ｖｏｕｔを一定に
制御する出力トランジスタ（例えば、負荷電流を流すＰＭＯＳ）８１と、出力電圧Ｖｏｕ
ｔを分圧してフィードバック電圧Ｖｆｂを生成する分圧抵抗８２，８３とにより構成され
ている。
【００２９】
　ＰＭＯＳ８１は、ソースが電源電圧ＶＣＣノードに接続され、ゲートがＰＭＯＳ５２の
ドレイン及びＰＭＯＳ６１，７１のゲートに接続されている。ＰＭＯＳ８１のドレインに
は、分圧抵抗８２，８３及びグランドＧＮＤが直列に接続されている。ＰＭＯＳ８１及び
分圧抵抗８２の接続点には、出力端子９０が接続されている。出力端子９０には、例えば
、安定化用のコンデンサ９１が接続される。
【００３０】
　図２は、図１中のＮＭＯＳ６３箇所の回路図である。図３は、その図２の回路を有する
定電圧電源回路において負荷電流が小さい場合の周波数特性を示す図である。
【００３１】
　本実施例１の定電圧電源回路は、図２に示すように、負荷電流モニタ部６０におけるＮ
ＭＯＳ６３箇所に抵抗６２を持たない回路構成を基礎技術としている。そのため、先ず、
抵抗６２を持たない定電圧電源回路の動作１を、図３を参照しつつ説明した後、抵抗６２
を付加した図１の定電圧電源回路における動作２を説明する。
【００３２】
　（実施例１の動作１）
　電源電圧ＶＣＣ、基準電圧Ｖｒｅｆ、及びバイアス電圧Ｖｂが印加されると、誤差増幅
部５０は、基準電圧Ｖｒｅｆと、出力電圧Ｖｏｕｔを抵抗８２，８３で分圧したフィード
バック電圧Ｖｆｂとの差分を増幅して、出力用ＰＭＯＳ８１のゲート電圧を生成する。出
力用ＰＭＯＳ８１は、このゲート電圧により制御され、出力電圧Ｖｏｕｔを一定に制御す
る。
【００３３】
　負荷電流モニタ部６０のＰＭＯＳ６１は、出力用ＰＭＯＳ８１に流れるドレイン電流を
ある比（例えば、１：１０００等）でコピーし、ＮＭＯＳ６３に供給する。ＮＭＯＳ６３
及び６４は、カレントミラー回路を構成しており、ＮＭＯＳ６３に供給された電流は、Ｎ
ＭＯＳ６４にコピーされ、誤差増幅部５０のバイアス電流となる。負荷電流モニタ部６０
は、出力用ＰＭＯＳ８１のドレイン電流（負荷電流）が大きくなると、ＰＭＯＳ６１によ
りコピーされ、ＮＭＯＳ６３及び６４のカレントミラー回路を介して誤差増幅部５０のバ
イアス電流を増加させる。これにより、出力電圧Ｖｏｕｔの応答を高速にすると共に、誤
差増幅部５０のポールを高周波側に移動させる。
【００３４】
　ゲイン調整部７０は、負荷電流モニタ部６０のＰＭＯＳ６１と同様に、ＰＭＯＳ７１で
出力用ＰＭＯＳ８１のドレイン電流をコピーし、ＰＭＯＳ７２に供給する。但し、ＰＭＯ
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Ｓ６１とＰＭＯＳ７１のゲート幅／ゲート長（Ｗ／Ｌ）比は、ＰＭＯＳ６１をＰＭＯＳ７
１より大きくし、ＰＭＯＳ８１のドレイン電流に対し、（ＰＭＯＳ６１のドレイン電流＞
ＰＭＯＳ７１のドレイン電流）となるように設定しておく。
【００３５】
　ＰＭＯＳ７２とＮＭＯＳ７３はカレントミラー回路を構成しており、ＰＭＯＳ７２に供
給された電流はコピーされ、モニタした電流分だけ誤差増幅部５０のＰＭＯＳ５１のドレ
イン電流を吸い込む。
【００３６】
　誤差増幅部５０において、基準電圧Ｖｒｅｆと、抵抗８２，８３によって出力電圧Ｖｏ
ｕｔを分圧したフィードバック電圧Ｖｆｂとが等しい状態であるとすると、誤差増幅部５
０の差動段を構成するＮＭＯＳ５３とＮＭＯＳ５４のドレイン電流は等しく、その電流は
、ＮＭＯＳ５５とＮＭＯＳ６４のドレイン電流の和の１／２になる。従来のようにゲイン
調整部７０がない場合は、ＮＭＯＳ５３とＰＭＯＳ５１のドレイン電流、ＮＭＯＳ５４と
ＰＭＯＳ５２のドレイン電流は等しくなり、バランスしている状態になる。本実施例１の
ようにゲイン調整部７０を接続すると、ＰＭＯＳ５１のドレイン電流は、ＮＭＯＳ５３と
ＮＭＯＳ７３のドレイン電流の和になり、ゲイン調整部７０がない場合に比べ、ＰＭＯＳ
５１のドレイン電流はＮＭＯＳ７３のドレイン電流分だけ増加する。これにより、誤差増
幅部５０の出力インピーダンスが低下し、図３に示すように、誤差増幅部５０のゲインを
低下させる共に、誤差増幅部５０のポールを高周波側へ移動させる。
【００３７】
　従来のように、負荷電流モニタ部６０のみで構成した場合には、負荷電流が小さい時に
、誤差増幅部５０のバイアス電流がほとんど増加しないため、出力部８０のポールの移動
量に対し、誤差増幅部５０のポールが移動せず、ある負荷電流範囲で位相余裕が低下する
問題があった。これに対し、本実施例１のように、ゲイン調整部７０を付加することによ
り、誤差増幅部５０のポールを高周波側へ移動させることにより、位相余裕の低下を防ぐ
ことができる。
【００３８】
　一般に、誤差増幅部５０のバイアス電流（ＮＭＯＳ５５のドレイン電流）は、消費電流
を抑えるためにできるだけ小さくする。負荷電流が小さい時には、負荷電流モニタ部６０
によるバイアス電流（ＮＭＯＳ６４のドレイン電流）も小さいため、ゲイン調整部７０の
ＮＭＯＳ７３による吸い込み電流は小さいが、誤差増幅部５０のバイアス電流に対するＮ
ＭＯＳ７３による吸い込み電流の割合が大きいため、負荷電流が小さい時には、ゲイン調
整部７０によるポール移動の効果が大きく現れる。
【００３９】
　一方、負荷電流が大きくなると、ゲイン調整部７０によるＮＭＯＳ７３の吸い込み電流
量が大きくなるが、負荷電流モニタ部６０によるバイアス電流増加の割合が大きくなるた
め、負荷電流モニタ部６０によるポール移動の効果が大きく現れる。
【００４０】
　本来の負荷電流モニタ部６０の特徴であった、高速応答については、負荷電流が大きく
変動した場合には、負荷電流モニタ部６０による誤差増幅部５０のバイアス電流増加が大
きいため、図２の回路においてもその特徴はそのまま生かされる。又、ゲイン調整部７０
は、負荷電流モニタ部６０と同様に、負荷電流に応じて吸い込み電流を調整する構成であ
るため、ゲイン調整部７０を付加しても、内部での消費電流は十分に小さくできる。
【００４１】
　以上のように、図１の定電圧電源回路において、図２のように抵抗６２を持たない回路
構成によれば、ゲイン調整部７０を付加することにより、本来、負荷電流モニタ部６０が
持っていた高速応答・低消費電流という特徴を残したまま、負荷電流が小さい時に安定性
が劣化するという問題を改善できる。
【００４２】
　しかし、負荷電流モニタ部６０は、高速応答、且つ低消費電流という利点がある反面、
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前述した負荷電流が小さい場合に位相余裕が低下する欠点の他に、起動時に出力電圧のオ
ーバシュート量が大きくなる虞があること、又、過負荷等により出力電圧Ｖｏｕｔがクラ
ンプすると、負荷電流モニタ部６０自体での電流消費が大きくなるという問題が依然とし
て残る。
【００４３】
　そこで、この点を改善するために、本実施例１では、図１に示すように、負荷電流モニ
タ部６０に電流制限用の抵抗６２を設けている。この動作２を以下説明する。
【００４４】
　（実施例１の動作２）
　図１の定電圧電源回路において、起動時や過負荷時には出力用ＰＭＯＳ８１に大きな電
流が流れるため、ＰＭＯＳ８１のドレイン電流をコピーする負荷電流モニタ部６０のＰＭ
ＯＳ６１のドレイン電流も大きくなる。しかし、抵抗６２が挿入されているので、ＰＭＯ
Ｓ６１のドレイン電流がある電流値以上になった時に、抵抗６２の電圧降下により、ＮＭ
ＯＳ６３のソース・ドレイン間電圧が低くなる。これに伴い、ＮＭＯＳ６４のゲート電圧
が低くなるため、ドレイン電流が減少し、誤差増幅部５０のバイアス電流が減少する。
【００４５】
　一方、ゲイン調整部７０では、起動時や過負荷時には、ＰＭＯＳ７１，７２のドレイン
電流が大きくなり、ＮＭＯＳ７３による吸い込み電流が大きくなる。負荷電流モニタ部６
０によるバイアス電流が低下し、ゲイン調整部７０の吸い込み電流が増加すると、ゲイン
調整部７０のみが機能することとなり、ゲイン調整部７０による負帰還により出力用ＰＭ
ＯＳ８１のゲート電圧はある一定レベルに固定される。これは、ゲイン調整部７０がリミ
ッタとして動作していることを意味しており、この状態になると、ＰＭＯＳ８１による出
力電流が制限されるだけでなく、ゲイン調整部７０での消費電流も制限されることになり
、起動時・過負荷時に消費する電流を制限できることになる。
【００４６】
　（実施例１の効果）
　本実施例１によれば、図１に示す回路構成とすることにより、起動時や過負荷時にゲイ
ン調整部７０をリミッタ回路として動作するようになるため、起動時や過負荷時に内部の
消費電流を制限できる。しかも、起動時においては、このリミッタ動作により、起動時の
応答を遅くすることとなるため、オーバシュートの発生を抑制できる。
【００４７】
　（変形例）
　本発明は、上記実施例１に限定されず、種々の利用形態や変形が可能である。この利用
形態や変形例としては、例えば、次の（ａ）～（ｃ）のようなものがある。
【００４８】
　（ａ）　実施例１では、ＮＭＯＳトランジスタによる差動段をもつ誤差増幅部５０を使
用しているが、いかなる構成の誤差増幅部５０であっても、誤差増幅部５０及び出力トラ
ンジスタ（ＰＭＯＳ８１）という回路構成であれば適用可能である。
【００４９】
　（ｂ）　負荷電流モニタ部６０の抵抗６２の挿入場所は、過負荷状態における負荷電流
モニタ部６０の消費電流、あるいは誤差増幅部５０のバイアス電流を制限するものであれ
ば、図１の回路図以外の場所でも可能である。
【００５０】
　（ｃ）　抵抗６２の代わりに、ＭＯＳトランジスタ等を抵抗として使用することも可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施例１における定電圧電源回路を示す回路図である。
【図２】図１中のＮＭＯＳ６３箇所の回路図である。
【図３】図２の回路を有する定電圧電源回路において負荷電流が小さい場合の周波数特性
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を示す図である。
【図４】従来の定電圧電源回路を示す回路図である。
【図５】図４の定電圧電源回路における周波数特性を示す図である。
【図６】従来の他の定電圧電源回路を示す回路図である。
【図７】図６の定電圧電源回路において負荷電流が大きい場合の周波数特性を示す図であ
る。
【図８】図６の定電圧電源回路において負荷電流が小さい場合の周波数特性を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００５２】
　５０　　　誤差増幅部
　６０　　　負荷電流モニタ部
　６２　　　抵抗
　７０　　　ゲイン調整部
　８０　　　出力部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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